CHAPTER 5

Aula 19:

Transistores Bipolares de Jungtio (TBJs), Estruturas, Simbolos, Modos
de Operagiio e o Principio de Operagiio do TBJ no modo Ativo
(p.235-238)
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Programacio para a Segunda Prova

10* 07/04 Circuito retificador em ponte. Circuito retificador de meia onda com o Sedra, Cap. 3
capacitor de filtro. p- 109-111

122 02/05 Retificador de onda completa com capacitor de filtro, superdiodo. Sedra, Cap. 3 Teste 06
Exercicios (exemplo 3.9). p- 112-115 9h20-9h35

132 05/05 Circuitos limitadores, circuitos grampeadores, dobrador de tensao, Sedra, Cap. 3
exercicios: 3.27, 3.28. p- 115-118

14* 09/05 Conceitos basicos de dispositivos semicondutores: silicio dopado, Aula avulsa + Teste 07
mecanismos de conducao (difusdo e deriva), exercicios. S;drlal’f_?gf 9h20-9h35

15* 12/05 Modelos de cargas, junc¢do pn na condi¢ao de circuito aberto, potencial Aula avulsa +
interno da juncao, jun¢do pn polarizada, exercicios. S;drglc_?g’;

16* 16/05 Distribuigdo de portadores minoritarios na jungdo pn dirctamente Aula avulsa + Teste 08
polarizada. Deducao elementar da equagdo de corrente na juncao pn, S;drgf_?g; 9h20-9h35
exercicios.

17* 19/05 Capacitancia de difusdo, largura da regido de deplecdo da jungao pn Sedra, Cap. 3
polarizada, capacitancia de deple¢do. a juncao pn na regidao de ruptura p. 124-125
(efeito zener e efeito avalanche), exercicios.

182 Sedra, Cap. 3 Teste 09

23/05 A jungdo pn na regido de ruptura (efeito zener e efeito avalanche),

26/05 Estruturas e simbolos dos transistores bipolares de juncao, defini¢ao dos

p. 128-129
Sedra, Cap. 5

modos de operacao (corte, ativo, saturagdo) do TBJ, operacao do transistor p. 235-238

npn no modo ativo (polarizacdo e distribuicdo de portadores minoritarios).
20* 30/05 Equagdes das correntes no transistor (defini¢do do ganho de corrente em
emissor comum - 3 - € do ganho de corrente em base comum - o), modelos
de circuitos equivalentes para grandes sinais do transistor npn operando no

e modo ativo, exercicios.

edra, Cap. 5
p- 239-243.

Teste 10
9h20-9h35
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Programag@o para a Segunda Prova (cont.)

212 02/06 Analise cc de circuitos com transistores, exercicios selecionados: 5.1, 5.4, Sedra, Cap. 5
510. p. 246 + 264-269
222 06/06 O TBJ como amplificador para pequenos sinais Sedra, Cap. 5, Teste 11
(as condigdes c.c., a corrente de coletor e a transcondutancia) g ;g;jgz; 9h20-9h35
232 ()9/06 A corrente de base e a resisténcia de entrada da base, a resisténcia de Sedra, Cap. 5,
entrada do emissor. Ganho de tensao, 1, 2621
Exemplo 5.38, modelos equivalentes (modelos m-hibrido e T)
242 13/06 Aplicagdo dos modelos equivalentes para pequenos sinais, Efeito Early. O Sedra, Cap. 5 Teste 12
amplificador emissor comum (EC) - Exercicio 5.43 p- 290-293 9h20-9h35
252 20/06 O amplificador emissor comum com resisténcia de emissor Sedra, Cap. 5 Teste 13
P-293-295 9h20-9h35
262 23/06 O amplificador base comum (BC) Sedra, Cap. 5
p. 296-297
27 27/06 O amplificador coletor comum (CC) Sedra, Cap. 5 Teste 14
p- 297-302 9h20-9h35

282 30/06 Aula de Exercicios

22, Semana de Provas (01/07 a 07/07/2017)
Data: xx/xx/2017 (xxxx-feira) — Horario: xx:xxhs

Prof. Seabra
PSI/EPUSP




192 Aula:
O Transistor Bipolar de Juncgado

Ao final desta aula vocé devera estar apto a:

-Contar um pouco da historia do transistor bipolar de juncao (TBJ)

-Mostrar o fluxo de portadores no TBJ a partir do seu
conhecimento de jungodes pn

-Determinar as expressoes para as correntes no TBJ

-Criar um modelo para o TBJ
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0 Nascimento da Eletronica Moderna

0 Primeiro Transistor Bipolar de Contato (1947)
(Brattain, Bardeen e Shockley)




0 Transistor Bipolar de Contato
(Brattain, Bardeen e Shockley)

plashic




0 Transistor Bipolar de Contato
(Brattain, Bardeen e Shockley)
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0 Transistor Bipolar de Contato
(Brattain, Bardeen e Shockley)
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rimeiro Transistor de Jungdo
1950 (Bell Labs)




A Revoluctio em Miniatura Comeca

0 Primeiro (I
Jack Kilby, Texas Instruments (1958)




0 Primeiro Processador
Intel 4004 (1971) — A Guerra das Calculadoras
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0 Processador Intel Broadwell-E
Intel Core i7 6950X (2017) — A Guerra das Games
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Modos de Operactio

Tabela 4.1 MODOS DE OPERACAO DO TBJ.

Modo JEB JBC CE
Corte Reversa Reversa Jnc
Ativo Direta Reversa B
Saturacdo Direta Direta b
E,C
pnp ou npn

INDEPENDE SE NPN QU PNPIII



jge dir. pol. e jy. rev. pol. (modo ativo)
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